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❏ Ternary Logic Circuit Design for Future Computing

3진법 체계는 현재 사용하고 있는 데이터 수 체계인 2진법의 한계를 극복할 수 있는 기술로, 2진법 대비 더 

많은 정보량을 처리할 수 있다. 따라서 3진법 기반의 차세대 컴퓨팅을 구현하기 위해, 본 연구실은 

Memristor, T-CMOS, depletion FET, thin film transistor 등 다양한 소자들을 통하여 기존 2진 논리를 

3진 논리로 대체하기 위한 다양한 논리 회로를 설계한다. 또한 3진법 기반의 연산을 구현하고 이를 합성, 

P&R, signoff 할 수 있는 방법론을 개발하여, 차세대 지능형 반도체 및 시스템 반도체의 발전에 기여하고자 

노력하고 있다.

❏ Future Transistor Technologies

무어의 법칙의 한계로 planar-MOSFET을 대신할 다양한 소자 (FinFET, GAAFET, CFET)들이 대두되고 있

다. 이들 모두 단일 소자 성능을 향상시키지만 표준 셀 (standard cell) 레이아웃의 크기를 감소시켜야 하는 

문제를 야기한다. 또한, 셀 레이아웃의 감소는 디지털 칩 전체에 큰 영향을 미치게 된다. 따라서, 본 연구실

은 대두되고 있는 다양한 소자들의 표준 셀 라이브러리 (LIB)를 제작하여 디지털 VLSI에 미치는 영향을 분

석하고, 발생할 수 있는 여러 이슈들에 대해 선제적으로 대응하고자 노력하고 있다. 

그림 1 (좌)Standard cell library design 및 RTL-GDSII flow map, (우) block-level implementation 



❏ Novel Computing Architectures for Processing in-Memory

기존 폰 노이만 아키텍쳐는 제한된 버스를 통해 데이터의 이동이 이루어진다. 이는 딥러닝, 빅데이터 처리 

등 수 많은 데이터 이동 및 연산을 필요로 하는 작업에 대해 메모리 병목현상을 유발한다. 메모리 내에서 

연산을 수행하는 PIM(Processing in-Memory) 기술은 프로세서에서 이루어지던 연산을 분산하여 대규모 

딜러닝 연산을 처리하기 위한 새로운 방법을로 주목받고 있습니다. 

그림 2  (좌) 낸드 플래시 칩에 대한 모식도, (우) 낸드 플래시 인공지능 가속 시스템
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03

❏ 주요 수행과제
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Multiple-Valued Logic (ISMVL), 2022

특허�및�등록출원�현황
04

❏ 국내특허 출원 및 등록 

  ▪ T-CMOS 기반의 3차 논리회로 설계 방법, 이를 수행하기 위한 기록 매체 및 장치 /10-2488540/ 2023.01.10

  ▪ 초저전력 소비를 위한 스파이킹 뉴럴 네트워크(SNN) 하드웨어의 동작 방법, 이를 수행하기 위한 회로/10-2515089/ 

2023.03.23

  ▪ 멤리스터와 MOSFET을 이용한 3진법 논리 설계 방법, 이를 수행하기 위한 기록 매체 및 장치/10-2521515/ 2023.04.10

  ▪ PMOS 및 AAT를 이용한 3진 논리 게이트 설계 방법 및 이를 수행하기 위한 장치 및 기록 매체 /10-2022-0090304/ 2022.07.21.

  ▪ 멤리스터를 이용한 펄스 발생 방법, 이를 수행하기 위한 기록 매체 및 장치 /10-2022-0090302/ 2022.07.21

  ▪ 공핍모드 및 다중 문턱전압을 갖는 MOSFET을 사용하는 3진 논리 회로 설계 방법 및 이를 수행하기 위한 장치 및 기

록 매체 /10-2022-0090310/ 2022.07.21.
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